Sl il gl 330 5 aladiiady 35y il clelad) jladind daial

Cra dadla
2 S Jole Cprandy

2009p5le. 50351

2014pde sl

:X;JJ A_,,J.:; dj,«a;ﬂ

algall cliyd 4 (dauddl) ) gy

| ealadl Gy Adad
Gl gy A&/
(o) Cayia) a il daala - glall S — oy 5l Ay aolise i
g Cpal Gl £3a [ 4]
3alal daals — Aaigh A0S - Apaigl) ol 5l g bl ) andy S
) ) A& Gy Jlgi [ 3

5 U Al — il BlS - il oLy 3l 5 sy ) ny o e

[ ] A &



Sl el il g 33055 alasinls il Clelad) ladind dada

e dada
B S Jole el
20095l 52,5l
2014a5ke Hiwals
Ao e Jsanll
salsall eLiyd 8 (Rauldl) 5 5iS)

: alal) i) dial

Gl Chugy A& [
(o) Cipdia) agail) daala = aglell AS— cLijudll andiy o lina i

@il el Gaal) 3 [ 4

DAl dadls — duigl 0~ Auanigh) Ly ilucalyl) ansdy M
p ) A& Gy Jlgai [ @

Daldll daals — duaigl LS - Locanigl byaally Dlbualiyl) acds uye

psadl) daals

2022/2023



Lailall

Go S (G Al aaaiy gl il adieasS Jlaall il Q) sl 5 aladin) dsea Y ) ks
Al gl e adll e 5 a1 gl b alaia) (e SH) cadia) s ddisall @Y laal
sk Gpanl Upeind Wl 3 ey L AY) Ll A e S Ley G Aulaia) st

i A e gl 13 aaRials ATl ol ja i 3 gl

) Jaall a3l sl 5 alasinly 5 il pedial Slae zisal dae i 8 4 u
Metal -Oxide- Semiconductor Field Jwase 4ud -2l -(32a Jlae 5l ) s 33 3
Coasl deadiuadl il ames 4wy o Lady  ((MOSFET) Effect Transistor
DAL Al G 5 ¢l e gl 13 aaaiuly i)l plad) i

s 33l Al BLEN J sda Lgie Al 5 padiosall Alain) 28 ) e 5 5i5al) Jal gall 5 450 54l

u&@jﬁ\)ﬂ\wmw\b&»\& J}l.u)d\)mehsj\ d}kﬁﬁh\)dé&ﬂ;
.(Biased drain/Open drain) _ siu 3 Al cuas e 458 8l sadat ade/ gaka

Al ) sudai JMA (e 5 Synopsis Sentaurus Simulator  alaaiuly Liad sai (pe (gaail) o
e (1THz) 2355 (<sé 0.05 ) s THz 4adl Guki Gy aivadl Lol 48kl
FET <ailS zilaiy Wi jlia 5 danadll THz 5l o sl Jsh 53l (asd o5 ¢ 44050
Ad g ymall LAY

8 Ul Gl g 355l e Ay i) il 3 gl il Al o3 28 23 gaill 3] Lagi
Ledl il il mdivaall Sladll zisaill 138 gl of Gu By ol Jaadll Cag ok Jie
il liill Cona gl Lagl 5 ¢ @y s 330530 (e g sl 130 i) AGLall il (e e
Lgiiatl a3l Lol ol sl s i)y A0 Jeddll Cag s Gl jaiisall apansd
Al o2a



